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G6aN TABANLI HETEROYAPILARIN ELEKTRONIK
BANT YAPISININ SIKI BAGLANIM KURAMI iILE
TASARIMI

Nano boyuttaki heteroeklem yariiletken cihaz teknolojisi giivenilir ve hassas
islemlere ve performans modellemelerine ihyitag duymaktadir. Bant yapilari
modellemelerinde kullanilan birinci ilke hesaplarinin hesaplama yiiki fazla ve
optik-elektronik cihazlarin nanoboyuttaki heteroyapilarina uygulanmalari zordur.
Diger taraftan, kismi-empirik siki baglanim yéntemleri bu hesaplar igin givenilir,
kullanimi  kolay ve birinci ilke yéntemlerine goére nanoyapilara kolayca
uygulanabilmektedir. Bundan dolay! siki baglanim yoéntemleri nanoboyuttaki
cihazlarin band yapilarinin hesaplanmasi igin tercih edilir yontemlerdir. III-
nitrir  tabanli  heteroyapilarin  elektronikve  optik-elektronik  cihaz
uygulamalarinda, gerilme ve bilesim etkisinin givelinir ve hassas olarak
belirlenmesi onemlidir. Bu ¢alismada sp3s™ kismi-empirik siki baglanim kurami ile
ginko-blend yapidaki InGaN/GaN ve GaAsN/GaAs heteroyapilarinin  bant
araliklar: lzerindeki bilesim etkisi incelenecek, daha sonra ise gerilme etkisi
kismi-empirik yolla eklenecektir. Bu yaklasimla, heteroyapilarin enerji bantlari
tizerindeki bilesim ve gerilim etkilerini anlamak hedeflemistir.
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